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[57]申請專利範圍
1.　一種雷射結構，包括：至少一半導體層；以及一絕緣層，形成於該至少一半導體層上，
其中，該至少一半導體層及該絕緣層形成一共振腔。

2.　如申請專利範圍第 1項的雷射結構，更包括：一第一導電層，形成於該絕緣層上。
3.　如申請專利範圍第 1項的雷射結構，更包括：一第二導電層，形成於該至少一半導體層
下。

4.　如申請專利範圍第 2或第 3項的雷射結構，其中該第一導電層及該第二導電層之材料為
分別選自下列材料其中之一：鋁、鉑、金、金屬、合金或高摻雜的三五族半導體。

5.　如申請專利範圍第 4項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為單晶、多晶或非晶
其中之一。

6.　如申請專利範圍第 4項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為二元化合物或多元
化合物其中之一。

7.　如申請專利範圍第 4項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為 N型半導體或 P型
半導體其中之一。

8.　如申請專利範圍第 1項的雷射結構，更包括：一基板，形成於該至少一半導體層下方。
9.　如申請專利範圍第 8項的雷射結構，其中該至少一半導體層是以磊晶技術所形成於該基
板上。

10.   如申請專利範圍第 8項的雷射結構，其中該基板為矽基板、鍺基板、半導體基板、結晶
結構基板、玻璃基板、塑膠基板其中之一或其任意組合。

11.   如申請專利範圍第 8項的雷射結構，其中該基板為{100}、{110}或{111}其中之一。
12.   如申請專利範圍第 8項的雷射結構，其中該基板為一 N型或 P型摻雜之基板。
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13.   如申請專利範圍第 8項的雷射結構，更包括：一第二導電層，形成於該基板下。
14.   如申請專利範圍第 13項的雷射結構，其中該第二導電層之材料為選自下列材料其中之

一：鋁、鉑、金、金屬、合金或高摻雜的三五族半導體。

15.   如申請專利範圍第 14項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為單晶、多晶或非晶
其中之一。

16.   如申請專利範圍第 14項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為二元化合物或多元
化合物其中之一。

17.   如申請專利範圍第 14項的雷射結構，其中該高摻雜的三五族半導體為 N型半導體或 P
型半導體其中之一。

18.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層包括：一第一表面；一第二
表面；及一第三表面，其中，該第二表面位於該第一表面及該第三表面中間，該絕緣層

形成於該第二表面上。

19.   如申請專利範圍第 18項的雷射結構，其中該第二表面高於該第一表面及該第三表面。
20.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層分別為矽、鍺、四族半導

體、三五族半導體或二六族半導體其中之一。

21.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層分別為單晶或多晶其中之一。
22.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層更包括一緩衝層、一應力緩

衝層、一簍空層其中之一或其任意組合。

23.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層分別為 P型或 N型其中之
一。

24.   如申請專利範圍第 23項的雷射結構，其中該至少一半導體層分別區域性摻雜。
25.   如申請專利範圍第 24項的雷射結構，其中該區域性摻雜為層狀摻雜或漸變濃度摻雜其中

之一。

26.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該至少一半導體層包括至少一量子點、至少一
量子線、至少一量子井其中之一或其任意組合。

27.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該絕緣層的材料為選自如二氧化矽、氧化鋁、
氮化矽、氧化鉿的材料其中之一或其任意組合。

28.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該共振腔為長條狀或環狀。
29.   如申請專利範圍第 1項的雷射結構，其中該共振腔為包括至少一自然斷裂面，該至少一

自然斷裂面是沿晶格結構所形成的斷裂面。

30.   一種雷射結構的製造方法，包括下列步驟：(a)提供至少一半導體層；(b)形成一絕緣層於
該至少一半導體層上；以及(c)於該至少一半導體層及該絕緣層中形成一共振腔。

31.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，更包括下列步驟：形成一第一導電層於該絕緣層
上。

32.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，更包括下列步驟：形成一第二導電層於該至少一半
導體層下。

33.   如申請專利範圍第 31或第 32項的製造方法，其中該第一導電層及該第二導電層之材料
為分別各自獨立選自下列材料其中之一：鋁、鉑、金、金屬、合金或高摻雜的三五族半

導體。

34.   如申請專利範圍第 33項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為單晶、多晶或非晶
其中之一。

(2)

- 4208 -



35.   如申請專利範圍第 33項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為二元化合物或多元
化合物其中之一。

36.   如申請專利範圍第 33項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為 N型半導體或 P
型半導體其中之一。

37.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，該方法更包括下列步驟：提供一基板，其中該至少
一半導體層形成於該基板上。

38.   如申請專利範圍第 37項的製造方法，其中該至少一半導體層是以磊晶技術所形成於該基
板上。

39.   如申請專利範圍第 37項的製造方法，其中該基板為矽基板、鍺基板、半導體基板、玻璃
基板、塑膠基板、結晶結構基板其中之一或其任意組合。

40.   如申請專利範圍第 37項的製造方法，其中該基板為一 N型摻雜或 P型摻雜之基板。
41.   如申請專利範圍第 37項的製造方法，其中該基板為{100}、{110}或{111}其中之一。
42.   如申請專利範圍第 37項的製造方法，更方法更包括：形成一第二導電層於該基板下。
43.   如申請專利範圍第 42項的製造方法，其中該第二導電層之材料為選自下列材料其中之

一：鋁、鉑、金、金屬、合金或高摻雜的三五族半導體。

44.   如申請專利範圍第 43項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為單晶、多晶或非晶
其中之一。

45.   如申請專利範圍第 43項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為二元化合物或多元
化合物其中之一。

46.   如申請專利範圍第 43項的製造方法，其中該高摻雜的三五族半導體為 N型半導體或 P
型半導體其中之一。

47.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，該方法更包括下列步驟其中之一及其任意組合：藉
由微影蝕刻形成該共振腔、藉由研磨拋光形成該共振腔、藉由鍍膜形成該共振腔或藉由

沿晶格結構劈列以形成該共振腔。

48.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層更包括一第一表面、一第二
表面及一第三表面，該第二表面位於該第一表面及該第三表面中間，該步驟(b)僅於該第
二表面上形成該絕緣層。

49.   如申請專利範圍第 48項的製造方法，其中該第二表面高於該第一表面及該第三表面。
50.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層分別為矽、鍺、四族半導

體、三五族半導體或二六族半導體其中之一或其任意組合。

51.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層分別為單晶或多晶。
52.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層更包括一緩衝層、一應力緩

衝層、一簍空層其中之一或其任意組合。

53.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層分別為 P型或 N型。
54.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層分別為區域性摻雜。
55.   如申請專利範圍第 54項的製造方法，其中該區域性摻雜為層狀摻雜或漸變濃度摻雜。
56.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該至少一半導體層包括至少一量子點、至少一

量子線、至少一量子井其中之一或其任意組合。

57.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該絕緣層的材料為選自如二氧化矽、氧化鋁、
氮化矽、氧化鉿的材料其中之一或其任意組合。

58.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該共振腔為長條狀或環狀。
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59.   如申請專利範圍第 30項的製造方法，其中該共振腔為包括至少一自然斷裂面，該至少一
自然斷裂面是沿晶格結構所形成的斷裂面。

圖式簡單說明

第 1A圖：本案雷射結構第一較佳實施例之製造流程圖。

第 1B圖：本案雷射結構第二較佳實施例之製造流程圖。

第 2A圖：半導體層的區域性摻雜中的層狀摻雜示意圖。

第 2B圖：半導體層的區域性摻雜中的漸變濃度摻雜示意圖。

第 3圖：本案第三較佳實施例之雷射結構的發光示意圖。

第 4圖：本案雷射結構輸入電流後所得到的光線強度圖。

第 5圖：在溫度為 300K及輸入電流為 800mA時所得到的光特性圖。

(4)
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